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 วิทยานิพนธ์น้ีมุ่งศึกษาสมบัติทางอิเล็กทรอนิคส์และการเร่งปฏิกิริยาโดยใช้แสงของ
สารประกอบไพโรคลอร์ออกไซดท่ี์มีเทลลเูรียมเป็นองคป์ระกอบ โดยศึกษาสารประกอบสามกลุ่ม 
ได้แก่  สารประกอบซีเซียมอะลูมิเนียมเทลลูเรตท่ีเจือด้วยธาตุรูบิเดียมและโพแทสเซียม 
สารประกอบซีเซียมเทลลูเรตท่ีเจือดว้ยธาตุแมงกานีส และสารประกอบโพแทสเซียมไนโอเบียม
เทลลเูรตท่ีเจือดว้ยธาตุเงิน ทองแดง และดีบุก 
 สารประกอบซีเซียมอะลูมิเนียมเทลลูเรตท่ีเจือดว้ยธาตุรูบิเดียม และโพแทสซียมไดถู้ก
สังเคราะห์ข้ึนด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง ถึงแมว้่าการแทนท่ี ซีเซียมด้วยรูบิเดียมและ
โพแทสเซียม จะส่งผลใหข้นาดของเซลลพ์ารามิเตอร์เล็กลงก็ตาม แต่ค่าสภาพตา้นทานไฟฟ้ากลบั
เพ่ิมข้ึน การตรวจสอบอย่างละเอียดไดน้ าไปสู่ความเขา้ใจถึงแบบจ าลองแถบพลงังานไดม้ากข้ึน  
การวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคสเปกโตรสโกปีโฟโตอิเล็กตรอนดว้ยรังสีเอกซ์ ยืนยนัว่าตวัอย่างทั้งหมด
ประกอบดว้ยเทลลูเรียมท่ีผสมระหว่าง Te6+ และ Te4+ ซ่ึงเป็นจุดก าเนิดของการเป็นสารก่ึงตวัน า
ชนิดเอน็ ค่าการน าไฟฟ้านั้นข้ึนอยูก่บัระยะห่างระหว่างระดบัพลงังานของอิเลก็ตรอน 5s2 ของ Te4+ 
และขอบล่างของแถบการน าไฟฟ้า การมีรูบิเดียมและโพแทสเซียมในโครงสร้างส่งให้เกิดความ
แตกต่างของการน าไฟฟ้า เน่ืองจากจะเพ่ิมขนาดช่องว่างแถบพลงังาน และขยบัขอบล่างของแถบ
การน าไฟฟ้าข้ึน 

สารประกอบซีเซียมเทลลเูรตท่ีเจือดว้ยธาตุแมงกานีส ไดถู้กสังเคราะห์ข้ึนดว้ยวิธีปฏิกิริยา
สถานะของแข็ง เป็นท่ีน่าสนใจว่ามีกลไกการทดแทนสองแบบเกิดข้ึน ข้ึนอยูก่บัปริมาณของการเจือ
แมงกานีส การเปล่ียนกลไกการทดแทนน้ีส่งผลให้การเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนัของแนวโน้ม
เซลลพ์ารามิเตอร์และพลงังานกระตุน้ของการน าไฟฟ้า จากผลการทดลองและผลการค านวณทาง
ทฤษฎีฟังก์ชนันอลความหนาแน่น แสดงให้เห็นว่าส าหรับในสารประกอบซีเซียมเทลลูเรตท่ีเจือ
ดว้ยธาตุแมงกานีสนอ้ยกว่า 0.33 (Mn0.05-0.3) Te 5s ของเทลลูเรียมซอ้นทบักบัออร์บิทลั Mn 3d และ 
O 2p จึงกลายเป็นส่วนหน่ึงของแถบเวเลนซ์ นอกจากน้ียงัพบว่าขนาดของเซลล์พารามิเตอร์มี
ความสมัพนัธก์บัระดบัพลงังานท่ีต่างกนัระหว่างออร์บิทลั 5s2 ของเทลลเูรียมและขอบล่างของแถบ
การน าไฟฟ้า ในขณะท่ีสารประกอบซีเซียมเทลลเูรตท่ีเจือดว้ยธาตุแมงกานีสถึง 0.33 (Mn0.33) ส่งผล 
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This thesis focuses on the electronic and photocatalytic properties of 

tellurium-containing pyrochlore oxides, including (Rb and K)-doped CsAl0.33Te1.67O6, 

Mn-doped CsTe2O6, and (Ag, Cu, and Sn)-doped KNbTeO6. 

Cs1-xAxAl0.33Te1.67O6 (A= Rb and K, x = 0-1) were successfully synthesized by 

solid-state reactions. Although replacing Cs with Rb and K results in smaller cell 

parameters, electrical resistivity decreased. Detailed investigations have led to more 

understanding of the band structure. X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) 

confirms that all samples contain Te
4+

/Te
6+

 mixed valency which is the origin of their 

n-type conduction. The conductivities were determined by the energy difference 

between the defect levels originated from Te
4+

 and the bottom of the conduction band. 

The differences in electronic conductivity are affected by Rb and K content in the 

structure as they seem to increase the band gap energy and valence band minimum. 

CsMnxTe2-xO6 defect pyrochlore structure were successfully synthesized by 

solid-state method with x=0.05-0.43. Interestingly, there are two substitution schemes 

depending on the x values. The switch between the two schemes results in a sudden 

change in the cell parameter trend and the activation energy of conduction. Based on 
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